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Sekil-1'deki CMOS islemsel kuvvetlendiricide 17 =300pA, tranzistorlarin boyutlar:
(W/L)1 = (W/L)2 = 10, (W/L)3 = (W/L)4=1, (W/L)5 = (W/L)8 = 3, (W/L)6 = 5
olarak verilmistir. Devrenin Is ortak kutuplama akim Is = 50uA alinacaktir. NMOS ve
PMOS tranzistorlarin temel biiyiikliiklerine iliskin toleranslar :
AVIN=AVTP = +2.5mV, A(W/L)1-2/(W/L)1-2, A(W/L)3-4/(W/L)3-4= %2 olarak
saptanmstir.

a- Rastgele dengesizlikten ileri gelecek Vos dengesizlik gerilimini hesaplayimiz.

b- Tytranzistorunun (W/L)7 boyut oranini bulunuz.

¢- Devrede sistematik dengesizlik olup olmadigini aragtirimz.

d- Islemsel kuvvetlendiricinin acik ¢evrim kazancim hesaplaymiz.

MOS transistorlar igin Vix= 0.6V, Vip=-0.7V, kx* = 2kp’ = 40uAV?, Ax=0.01V", Ae=0.02 V"' olarak
verilmigtir.
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